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[はじめに]  純スピン流の効率良い生成は新規スピントロニクスデバイス創製のために欠かせな

い。この純スピン流の生成方法として強磁性共鳴 FMR を用いたスピンポンピングがある[1, 2]。

FMR を用いたスピンポンピングによる純スピン流の生成効率向上には様々な手段が考案されて

いる。我々はこれまでに強磁性体の質の向上に着目し、スピンポンピングの研究でよく用いられ、

成膜の容易な Ni80Fe20 薄膜を磁場中熱処理することで高品質化し、スピン流生成効率を比較的容

易に向上させることに成功した[3]。本研究では同手段を用いた更なる純スピン流の生成効率向上

を目指し、磁場中熱処理時の温度依存性を調査し、Ni80Fe20薄膜を用いたスピンポンピングのため

の磁場中熱処理温度の最適化を目的とした。 

[実験方法]  図 1 に試料構造及び評価方法の概要を示す。

まず、熱酸化膜付 Si 基板上に電子ビーム蒸着法を用いて

Ni80Fe20/Pd 二層膜を形成した。その全てを形成後に磁場中

熱処理した。磁場中熱処理時の最高温度は可変とし、最高

温度からの磁場中冷却速度は 1 時間あたり 150℃で固定し

た。また、熱処理時の磁場強度は 30 mT, 真空度は 1×10-2
 Pa

以下とした。この試料に対し Ni80Fe20の FMRを用いたスピ

ンポンピングにより Pd膜に純スピン流を注入し、注入され

た純スピン流をPdの逆スピンホール効果による起電圧とし

て検出した。FMR特性および検出された起電力の磁場中熱

処理温度依存性を評価した。 

[実験結果]  図 2 に、非熱処理試料での値で規格化した、

(a)FMRスペクトルから見積もったスピン流密度 js
0および、

(b)Pd において観測された起電圧 VISHEの熱処理温度依存性

を示す。磁場中熱処理時の最高温度が 400℃のときに出力電

圧が最大を示した(非熱処理時の約 1.3倍)。学会時には磁場

中熱処理温度依存性の詳細について議論する。 
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図 1. 試料構造及び評価方法. 

図 2. (a)FMR から求めたスピン

流密度 js0及び(b)Pdの逆スピンホ

ール効果電圧 VISHEの磁場中熱処

理温度依存性. 
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